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れる.

1)照射条件の不備,レンズの収差など装置側の欠陥

に由来する干渉縞(instrⅦnental artifact )

2)観察中に試料が結晶化しその像が観察される場合

3)試料薄膜作成時に結晶化しこれが観察される場合.

4)試料作成時にすでに結晶化が生じこれが観察され

る場合.

5)非晶質構造から干渉縞が形成される場合,などで

ある.

最初の装置側の問題に対しては本観察においては問題

ないと考えられる,観察領域ごとに非点補正を行いかつ

軸上照射条件にあることを確かめてあるし実際この場合

の特徴である著しく直線的で全面に亘って方向が限定さ

れた像は見られないからである.最後の非晶質構造から

干渉縞が生ずるというのは一見やっかいなように見える

が,これに関してはさまざまな非晶質構造をもとにした

像計算が行われておりて)づ)場合によっては数列の干渉縞

を生ずるが,これを干渉縞として識別できるかどうかと

いった程度であり,試料の厚さと考え合わせると5)が原

因となって干渉縞が生ずるというケースは考えに入れな

くてもよいと思われる. 3)の薄膜作成中の結晶化の問題

は,本実験のように低温での電解研磨で起こるとは考え

にくい.イオン研磨などを行った場合に注意すべきこと

であろう.一番問題なのは薄膜作成後に何らかの原因で

表面層に結晶が生ずる場合である.これには電子線によ

る温度上昇,鏡簡内に残留したH20分子による表面層

酸化など多くの影響が考えられるので一筋縄では行かな

い.種々の材料に対しさまざまな条件のもとに観察して

比較推論することがこれに対する解答となろう.

co-zr試料を提供していただいた東北大学科学計測

研究所,小島研究室の島EEI博士,および電顕観察をさせ

ていただいた日本電子株式会社,江藤輝博士に感謝する.

(1980年12月26日受理)
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